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Resultados e Discussao

Introducao

A tecnologia CMOS esta chegando ao seu limite tedrico com o le"
tecnologias atuais se aproximando do tamanho de 2nm. :
Os Pontos Quanticos de Silicio - SiDBs, compoem uma tecnologia
promissora dentro das FCNs (Field Coupled Nanotechnologies) como
uma possivel substituta ou tecnologia complementar pos-CMOS.
As FCNs possuem diversas vantagens como tamanho reduzido,
baixissimo custo energético, altas velocidades e pouca producao de
calor.
Os SiDBs possuem uma vantagem adicional de nao precisarem de
baixissimas temperaturas para funcionar, mas com diversos desafios
adicionais para a producao de circuitos utilizando essa tecnologia.

Objetivos

O objetivo principal deste estudo é enfrentar os desafios que
surgem ao desenvolver circuitos utilizando a tecnologia emergente

Conclusoes

O desenvolvimento de uma estrutura intermediaria, demonstrou-se
fundamental para a estabilizacao dos sistemas construidos.

dos Silicon Dangling Bonds (SiBDs).

Isso sera alcancado por meio do desenvolvimento de estruturas e
métodos que facilitem a interconexao das portas no formato Y ja
existentes na literatura.

Além disso, busca-se complementar as portas essenciais para se
obter uma biblioteca inicial abrangendo as operacoes logicas basicas
no valor de g = -0.32, como algumas portas ainda nao existentes como

XOR, NOR e NAND.

Material e Método

Fomos responsaveis por criar uma estrutura repetidora para garantir

uma melhor estabilizacao sobre as forcas que interferem no sistema.

Essa abordagem nao apenas diminui interferéncias indesejadas,
mas também permite ajustes precisos para manipular as energias em
toda a tabela verdade de um conjunto de portas, ampliando assim a
eficiéncia das operacoes logicas.

Ao seguir uma abordagem metddica e orientada por regras precisas,
conseguimos atingir nossos objetivos de desenvolvimento e
interconexdao, além de ampliar as possibilidades de aplicacao da
tecnologia SiBD, com a capacidade de interconexao de maultiplas
portas, podendo ser escalonado para o infinito.
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Para isso, uma estrutura composta por um arranjo quadrado de DBs
foi desenvolvida, na qual 7 regras e uma restricio de design foram
implementados para o seu controle. Essa estrutura junto com essas
regras sao responsaveis por garantir a interconexao entre diferentes
portas com formato Y no valor de u = -0.32.

Também desenvolvemos portas complementares, tendo assim uma
biblioteca inicial completa de portas logicas.
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